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発明の概要 【課題】 
配線層の⼀層の低抵抗率化を図るとともに、耐エレクトロマイグレーション性に優
れる半導体集積回路装置とその製造⽅法を提供する。 
【解決する⼿段】 
回路素⼦が形成された半導体基体と、前記半導体基体の主表⾯上に形成された絶縁
層と、少なくとも前記絶縁層を利⽤して形成されたトレンチと、前記トレンチ内に
形成された銅配線とを備え、前記銅配線の線幅が７０ｎｍ以下で、前記銅配線の前
記トレンチの底⾯から前記トレンチの⾼さの１／４の距離にある部分の平均結晶
粒径は、配線幅の１．３倍以上であり、且つ、前記トレンチの最上部表⾯の平均結
晶粒径に対して⽐率が８５％以上であることを特徴とする。このような特徴を有す
る半導体集積回路装置は、最⾼温度が４５０℃以上に設定されたサイクルアニール
処理、⼜は純度が６Ｎを超える硫酸銅めっき浴及びアノード銅電極を⽤いた電解め
っきによって製造される。 
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